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Аннотация

Методом молекулярной динамики рассчитаны коэффициенты распыления и их угловые зависимости при бомбардировке

вольфрама ионами Be и Ne. В случае Ne имеется хорошее согласие с экспериментом. Полученные данные для случая Be-W

нужны для расчетов поступления примесей при бомбардировке ионами Be материала дивертора – вольфрама в плазме

токамака-реактора ИТЭР. Предложена модель, объясняющая универсальность поведения коэффициентов распыления в

припороговой области при бомбардировке вольфрама легкими ионами.
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ВЫВОДЫ

Методом молекулярной динамики рассчитаны коэффициенты распыления и их

угловые зависимости при бомбардировке вольфрама ионами Be и Ne. В случае

Ne имеется хорошее согласие с экспериментом.

Полученные данные для случая Be-W нужны для расчетов поступления

примесей при бомбардировке ионами Be материала дивертора – вольфрама в

плазме токамака-реактора ИТЭР.

Предложена модель, объясняющая универсальность поведения

коэффициентов распыления в припороговой области при бомбардировке

вольфрама легкими ионами.

Рис. 1. Зависимость коэффициента распыления вольфрама от

энергии бомбардирующих ионов неона.

Модель выбивания поверхностных атомов потоком обратно

рассеянных частиц (BSS – Back Scattering Sputtering).

Рис. 5. Зависимость коэффициента распыления

вольфрама различными ионами в приведенных

координатах.

Рис. 4. Зависимость коэффициента распыления

вольфрама ионами бериллия от угла падения пучка.

Рис. 2. Зависимость коэффициента распыления

вольфрама от энергии ионов бериллия.

Рис. 3. Зависимость коэффициента распыления

вольфрама ионами неона от угла падения пучка. Угол

отсчитывается от нормали к поверхности.

На рис. 5 представлены зависимости коэффициентов распыления вольфрама ионами D, He,

Be, Ne. Для Be использованы расчетные данные, в остальных случаях - экспериментальные.

Шкала энергий нормирована на величины пороговой энергии. Для нормирования по

абсолютной шкале использован коэффициент К= σ(th)/d
2 при E/Eth=4. Здесь σ(th) – сечение

рассеяния на угол, больший th. Коэффициент К можно трактовать как вероятность

выбивания атома вольфрама потоком обратно рассеянных частиц.

Как видно, из рисунка 5, предложенная модель неплохо описывает поведение

коэффициентов распыления в пороговой области. Обращает на себя внимание практически

совпадение кривых для ионов близких масс. Имеется возможность экстраполирования

данных на неизученные случаи.
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